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１．概要（Summary）： 
透明導電膜である ITO(Indium Tin Oxide)はディス

プレイやタッチパネルなどの電極として広く利用さ

れている。また、そのパターニングは高精細な加工技

術が必要とされており、加工精度の高いドライエッチ

ングは ITO パターニングの有効な手法と考えられて

いる。高精細な ITO パターニングを行うためには、

細線をパターニングできるリソグラフィ性とエッチ

ングガスに対する高いドライエッチング耐性を有す

るレジストが必要である。 
本研究では、ドライエッチング耐性とアルカリ現像

性を両立した ITO パターニング加工向けフォトレジ

ストを開発することを目的とした。 
２．実験（Experimental）： 
【利用した主な装置】 
化合物ドライエッチング装置：RIE-100iPH (サムコ株

式会社) 
【実験方法】 

＜レジスト現像特性＞ 
ガラス基板上に種々のレジストをスピンコーター

で塗布し、その上に 100μm 角の非露光部を有するフ

ォトマスクを乗せ、露光した。その後 TMAH2.38%溶

液を用いて現像を行った。 
＜エッチング選択比＞ 
スパッタ成膜した ITO 基板および種々のレジスト

について、BCl3ガスを用いてドライエッチングを実施

し、ITO と各レジストのエッチング選択比を求めた。 
３．結果と考察（Results and Discussion）： 
表にレジスト現像特性とエッチング選択比（ITO／

レジスト）を示す。現像特性は露光部のクラック発生

有無と現像残渣の有無で評価した。レジスト D が最も

きれいなパターニングができており、良好な現像特性

を示すことが分かった。ドライエッチング耐性はアル

カリ現像性を改善したレジスト C、D、E においても

エッチング選択比は高い値を維持していた。以上の結

果から、高いドライエッチング耐性と現像性を両立す

るレジスト D は ITO パターニング加工に好適である

ことが分かった。 
今後の課題はこれらのレジストを用いて実際に

ITO パターニングを行い、形状再現性やレジスト剥離

性などを含めて最適なレジストやエッチング条件を

確立することである。 
表. レジスト現像特性とエッチング選択比 

 

アルカリ現像性 Eching 

selectivity クラック発生 現像残渣  

resist-A － － 不可 0.65 

resist-B 多 多 × 0.62 

resist-C 少 少 △ 0.76 

resist-D 無 無 ○ 0.63 

resist-E 少 少 △ 0.84 

at BCl3 20sccm, 0.20Pa, ICP 150W, BIAS 100W 
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